
4. Přechody grafen-polovodič pro elektroniku a optoelektroniku

Polovodičové přechody s grafenem mají aplikační potenciál v elektronických a optoelektronických 

součástkách, jako jsou solární články, senzory plynů a fotodetektory. Pro naplnění aplikačního 

potenciálu přechodů grafen-polovodič je klíčové pochopit mechanismy transportu elektrického 

náboje. Pro vysvětlení těchto mechanismů členové týmu Příprava a charakterizace nanomateriálů 

vyvinuli in-situ měřicí techniku v rastrovacím elektronovém mikroskopu, která umožňuje vyloučit vliv 

defektů v grafenu na elektrické charakteristiky přechodů s polovodiči. 
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Obr. 2 Optické teplotní senzory pro měření kryogenních teplot (a) Obrázek z elektronového 

mikroskopu ukazující kruhovou oblast přechodu grafen-polovodič vymezenou pomocí fokusovaného 

iontového svazku v kontaktu s hrotem nanomanipulátoru pro in-situ elektrická měření. (b) Ukázka 

usměrňující charakteristiky proud-napětí pro různé velikosti kruhových oblastí grafenu vymezených 

iontovým svazkem na polovodičovém substrátu ZnO.  
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